LOP TIEP XUC CONG NGHE P-N.

Bang cac bién phap cong nghé Epitaxi (Plana khuéch tdn) nguoi ta tao ra duoc ving
chuyén tiép tinh dan dién tir loai p sang loai n goi 1a tiép xuc p-n. Pay 1a dang tiép xtc phi
tuyén c6 tinh dan dién khong d6i xtng theo hai chiéu dién 4ap dit vao. Chét ban dan c6 kha
nang dan dién cha yéu béng dién tur goi la chit ban din tap chit loai n. Chét ban dan c6
kha ning dan dién chu yéu bang 16 hong goi 1a chat ban din tap chit loai p

Binh thudng khi chua c6 tac dong bén ngoai trong ving tiép xtic mot phan dién tir
tir loai n s& dich chuyén sang loai p va nguoc lai mot phan phan tir 16 hong tir loai p s&
dich chuyén sang loai n. Dién tir va phan tr mang dién 16 hong bu 15n nhau va tao ra vung
mang dién thip — qua trinh nay duoc goi la qua trinh t6 hop lai va ton tai cho dén khi dién
tir tir ving n bi ddy béi i-6n 4m ving p va phan tir mang dién 16 hong ving p bi day bai i-
on duong vung n.
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Hinh 1: Lop p-n
Cac i-06n duong viing n va cac i-6n &m vung p tao 1én dién truong cuc bd hudng tir
vung n sang p. Dién thé cd gia tri cyc dai tai trung tdm ctia vung ti€p xac. Gilra hai ving
tao ra hiéu di¢n thé dién thé nay phu thudc vao chat liéu ban dan: d61 voi German 1a 0.3V
doi vai Silicon 1a 0.7V.
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Hinh 2: Gian d6 dién ap trén 16p p-n



